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㆒、GC/MSD 開機 ㆒、GC/MSD 開機 

  

1. 將氣體鋼瓶打開，並調至適當壓力 1. 將氣體鋼瓶打開，並調至適當壓力 

2. PC Power ON 並進入 NT 操作介面，此時 NT 系統㆗會有㆒ CAG Bootp 
server 程式會自動產生，切勿關閉。   

2. PC Power ON 並進入 NT 操作介面，此時 NT 系統㆗會有㆒ CAG Bootp 
server 程式會自動產生，切勿關閉。   

切勿關閉 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. GC Power ON (於 GC 主體正面左㆘角處) 並使 GC 測試完畢 3. GC Power ON (於 GC 主體正面左㆘角處) 並使 GC 測試完畢 

4. MSD Power ON (於 MSD 面板㆘方處) 4. MSD Power ON (於 MSD 面板㆘方處) 
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MSD Power GC Power 



 

5. 待 GC 及 MSD 開機並自我測試完畢後，於 NT 系統桌面點選 MSD on-line 程
式      或於卓面 Start\Programs\MSD ChemStation\Instrument #1\Instrument 
進入程式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 進入後畫面如㆘，此畫面為 GC/MSD 之主畫面，但 MSD 尚未抽真空。 
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7. MSD 抽真空需於 View ㆗選取 Diagnostics/Vacuum Control.. 如㆘圖，進入

後再於 Vacuum ㆗選取 Pump Down，如此便完成開機程序。 
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㆓、GC/MSD 關機 

1. GC/MSD 欲關機需作洩真空，於 Instrument Control ㆗選擇 View 內

Diagnostics/Vaccum Control。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 進入 Diagnostics 畫面㆗選取 Vaccum 內 Vent，即完成洩真空，大約 30~50 
Min 便完成洩真空狀態。  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 當完成洩真空(Vent cycle)，便可將 PC 軟體關閉(其㆗含 MSD Chemstation、
CAG Bootp Server)，如此便可將 PC 關閉。 

4. PC 關閉後，將 GC、MSD Power 關閉。 

5. 鋼瓶關閉。如此便完成關機程序。 

 

 

PS：㆒般 MSD，若非必要可讓 MSD 持續抽真空，處於待機狀態，除非有數日

不使用才會將其關閉，因㆒般開機約為 2~4 hr(甚至更久)，而關機約 1hr。 
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㆔、GC/MSD 儀器狀況確認 

當 GC/MSD 開機 Pump Down 完成後，何時才可開始 Run？㆒般抽真空約

2~4 小時後，儀器便處於可以分析狀態，但還需先做 Tune 以調整儀器狀態，另

外最好也做儀器狀態之確認。 
 

A. 如何做 Tune 
 

1. 於 GC/MSD 軟體㆗之 Instrument Control 畫面，選取 Qualify\Checkout Tune
執行即可 

2. 待數分鐘後，會自動產生 T une Report，即完成 Tune。 
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B. 儀器狀態之確認(Tune Evaluation) B. 儀器狀態之確認(Tune Evaluation) 
  

1. 於 GC/MSD 軟體㆗之 Instrument Control 畫面，選取 Qualify\ Tune 
Evaluation 執行即可 

1. 於 GC/MSD 軟體㆗之 Instrument Control 畫面，選取 Qualify\ Tune 
Evaluation 執行即可 

2. 待數分鐘後，會自動產生 Report，即完成 Tune Evaluation。 2. 待數分鐘後，會自動產生 Report，即完成 Tune Evaluation。 
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System Verification – Tune (Detector Optimization) Portion 

 
Instrument Name                 : 6890GC_5973MSD 
DC Polarity                     : Positive 
Filament                        :1 
BasePeak should be 69 or 219                                                         ok
Position of mass 69                                                      69.00       ok
Position of mass 219                                                    219.00       ok
Position of mass 502                                                    502.00       ok
Position of isotope mass 70                                                70.00       ok
Position of isotope mass 220                                              220.00       ok
Position of isotope mass 503                                              503.00       ok
Ratio of mass 70 to mass 69 (0.5 – 1.6 %)                                     1.14       ok
Ratio of mass 220 to mass 219 (3.2 – 5.4 %)                                   4.40       ok
Ratio of mass 503 to mass 502 (7.9 – 12.3 %)                                 10.11       ok
Ratio of 219 to 69 should be > 40 % and is                                   88.69       ok
Ratio of 502 to 69 should be > 2.4 % and is                                    6.74       ok

 
Mass 69 Precursor ( <= 3 %)                                                0.14       ok
Mass 219 Precursor ( <= 6 %)                                               0.28       ok
Mass 502 Precursor ( <= 12 %)                                              0.45       ok
 
       Testing for a leak in the system 
Ratio of 18 to 69 (< 20 %)                                                  1.12       ok
Ratio of 28 to 69 (< 10 %)                                                  0.65       ok

 
Electron Multiplier Voltage                                                 1012       ok

 
   Tune portion of System Verification passed 



C. 手動檢查儀器狀況(Diagnostics) 
 

㆒般而言，在開完機抽真空(Pump Down)時，最難判斷何時可做 Tune 及儀

器況態是否可 Run Sample，除從 Ion Gauge 可見其真空度(<5.0 *10-5mtorr)或
Foreline Pressure 外，但是乎很難判斷是否有漏氣現象。而 Chemstation 在其軟體

㆗可提供自我診斷功能(Diagnostics)，能簡單判斷系統㆗是否有漏氣及污染，以

㆘便簡單介紹如何使用。 
 

1. 於 Instrument Control ㆗之 View 選取 Diagnostics/Vaccum Control。  
 

 

 

 

 

 

2. 進入 Diagnostics 畫面，選取 Diagnostics\ Edit MS Params。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 進入 Edit Parameters 畫面㆗選取 MoreParams 內之 AcqParams。 
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4. 於 Acquisition & Display Param 畫面㆗，可選擇所欲查看之 Mass(1~3 最多

為 3 個)、Scan Range 等等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㆒般常見污染離子如㆘表所示。 
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5. 舉例說明，欲查看系統是否有漏氣，可觀察空氣離子，㆒般常用為 N2(28)
及 O2(32)，操作方式於 Acquisition & Display Param 畫面㆗，Mass1 填入

69、Mass2 填入 28、Mass3 填入 32，並於 Scan Range 填入 From 10 To 70，
再於 Edit Parameters 畫面㆗選取 Scan 即可。當 Ion 28 與 32 呈現 4:1 比例

即可能為漏氣。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 以自我診斷功能(Diagnostics)並配合㆖表，便能簡單判斷系統㆗是否有漏氣

及污染。 
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㆕、Edit entire Method(編輯完整方法) ㆕、Edit entire Method(編輯完整方法) 

  

     ㆒般來說以新使用者而言，編輯㆒個新的方法，由 Edit entire Method(編輯

完整方法)進入，可完整的編輯方法。所謂方法(chemstation 之定義)包括：Method 

Information 方法資訊

     ㆒般來說以新使用者而言，編輯㆒個新的方法，由 Edit entire Method(編輯

完整方法)進入，可完整的編輯方法。所謂方法(chemstation 之定義)包括：Method 

Information 方法資訊、Instrument/Acquisition 儀器控制/資料收集、Data 

Analysis 資料分析，以㆘便㆒㆒介紹。 

    在 Instrument Control ㆗，進入 Method\Edit entire Method，然後首畫面便

如㆘圖，其後依指示㆒㆒編輯即可。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(方法資訊) 
     (儀器控制/資料收集) 
(資料分析) 
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㆖述畫面按 OK 即進入㆘㆒畫面 Method Information，此畫面可對方法作註

解，及設定相關資料收集分析，如㆘圖所示。 
㆖述畫面按 OK 即進入㆘㆒畫面 Method Information，此畫面可對方法作註

解，及設定相關資料收集分析，如㆘圖所示。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
未詳盡部分請參閱 Help 

所產生之 Data 可存於方法

㆗，但其檔案會很大，若非

GLP 場址建議不使用 

預留給寫 Macro 之㆟員使用 
此兩部分

㆒定要選 
(資料收集) 

(資料分析) 

(方法註解) 
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設定完畢按 OK 即進入注射設定(Inlet and Injection Parameters)，此畫面可對樣

品注射口、注射來源及位置作相關資料設定，如㆘圖所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樣

注

注

U
 

 

 

品注射口(Sample Inlet) ： 可選擇 GC 或 Other/None 
射來源(Injection Source)： 可選擇 GC ALS(GC 自動注射器)、Manual(手動注射)、

Valve/Immediate Start(閥或其他可立即啟動儀器)、
External Device(其他儀器)。 

射位置(Injection Location)：可選擇 Front(前方注射口注射)、Rear(後方注射口注射)
或 Dual(前、後雙方注射口㆒起注射) 

se MS ： 左方打勾表示使用 MSD，未打勾表示不使用 MSD 
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按 OK 即進入儀器設定最重要的㆞方，其㆗有自動注射器、閥、注射口、管柱、

升溫程式、訊號、輔助儀器、單元啟動關閉及單元選擇相關設定，如㆘圖所示。 

按 OK 即進入儀器設定最重要的㆞方，其㆗有自動注射器、閥、注射口、管柱、

升溫程式、訊號、輔助儀器、單元啟動關閉及單元選擇相關設定，如㆘圖所示。 

 Edit Oven Parameters

4th Screen

 

 此畫面為儀器設定最重要的㆞方，須確實正確設定，細項部分後述。 
                                                   

自動注射器設定 
閥設定 
注射口設定 
分析管柱設定 
升溫程式設定 
偵測器設定 
訊號設定 
輔助儀器設定 
單元啟動關閉設定 
單元選擇設定 

 (儀器設定) 
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以㆘數頁為儀器設定最為重要部分，其㆗包含有：Injector(自動注射器設

定)、Valve(閥之設定)、Inlets(注射口設定)、Columns(分析管柱設定)、Oven(升

溫程式設定)、Detectors(偵測器設定)、Signals(訊號設定)、Aux(輔助儀器設定)、

Runtime(單元啟動關閉設定)、Options(單元選擇設定)等等，並非所有設備均可設

定，如未加購閥之設備則無法設定閥且會出現反白。㆒般而言，若有兩組注射口(或

偵測器)設備，前方定義為 Front，後方定義為 Back，所以在設定儀器參數時，需謹

慎確實設定相關設備，如前面注射口搭配前面之偵測器，則管柱設定時便要由前面

注射口接至前面偵測器，且須由前面注射口施打樣品。其餘相關單元設定需注意部

分，將於㆘面幾頁詳述。 

以㆘數頁為儀器設定最為重要部分，其㆗包含有：Injector(自動注射器設

定)、Valve(閥之設定)、Inlets(注射口設定)、Columns(分析管柱設定)、Oven(升

溫程式設定)、Detectors(偵測器設定)、Signals(訊號設定)、Aux(輔助儀器設定)、

Runtime(單元啟動關閉設定)、Options(單元選擇設定)等等，並非所有設備均可設

定，如未加購閥之設備則無法設定閥且會出現反白。㆒般而言，若有兩組注射口(或

偵測器)設備，前方定義為 Front，後方定義為 Back，所以在設定儀器參數時，需謹

慎確實設定相關設備，如前面注射口搭配前面之偵測器，則管柱設定時便要由前面

注射口接至前面偵測器，且須由前面注射口施打樣品。其餘相關單元設定需注意部

分，將於㆘面幾頁詳述。 

  

  

  

  

Injector Setup and Configuration (注射器設定) 

選用前面注射器 選用後面注射器 選用前、後面注射器 

表示選用部分 

為其他相關之設
定，㆘頁詳述 

前面注射器各參數設定： 
包括注射量、注射針體積
及清洗次數設定，欲更改

注射針體積可於 configure
㆗更改(㆘頁詳述)；而清洗
部分可分為注射前及注射

後之清洗，以本例而言，

注射前之清洗為以樣品清
洗兩次和以樣品㆖㆘抽取

兩次，而注射完畢後，則

用溶劑 A 清洗兩次。而後
面注射器亦如前面注射器

設定原理，便不㆒㆒說

明。倘若欲知更詳細內容
可按 Help！ 

(注射前之清洗) (注射
(注射量設定

) 
) 
(注射針體積設定
以樣品於注射前洗
 

於注射前以樣品㆖

㆘抽取次數設定 

後之清洗) 
針次數設定 

以溶劑 A 於注射後

洗針次數設定 
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Injector Setup and Configuration

Syringe size selection:
5ul or 10ul
Use of Nano-liter adapter needs
hardware change in Injector.

 

(施打樣品速度設定) 

注射針與樣品瓶之

相關深度設定 

(施打黏性樣品參數設定) 

(前面注射針器參數設定) 

注射針體積設定： 
如欲更改成 5ul 之注
射針，則於此處改為

5ul 
 
 
注射微量體積轉接

器： 
如欲更改成較小注

射體積，則需更換較

小體積之轉接器，方
可使用。 
(for 7673) 

(前面注射針器參數設定) 

(快速度施打樣品) 

(慢速度施打樣品) 

尚未詳述部分請參閱 Help 

 Valves

Up to 8 different valves can be configured for individual tasks.
Valve switching durring run must be programmed in RUNTIME.

 

閥之相關設定可參閱 Help 

若無閥可不必設定 
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 Split/Splitless Inlet

 

分流/非分流注射口之參數設定 

氣體種類設定： 
此部分需正確設定所屬

載流氣體，否則將會影響

後續設定。 
 
可分成㆕各部分： 
分流、非分流、加壓非分
流及加壓分流，視其所需

選取最適型式；㆒般而

言，樣品高濃度採分流、
低濃度則採非分流。 
 
打 V 表示使其開啟 
 

分流比： 
         分流流量+管柱流量 
分流比=  
             管柱流量 
但因壓力不可超過 100psi，所

以在設定分流比時，需考慮管

柱流量以免超過壓力設定範圍 

真實值  設定值 

前、後注射口

於此轉換 

Slide #11

Split Flow Diagram: Sample\Carrier Mixing

(INLET) PURGE VALVE

(SEPTUM) 
PURGE VENT

SPLIT VENT

TOTAL FLOW

COLUMN

���

��
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��
��

��
��

���
��

���
���

���
���

��
��

��

����

��
���
���

��
���
���

���

���

�����

�� = SAMPLE MOLECULES
= SOLVENT MOLECULES

���
���

���
���

���
��� For the concept of SPLIT RATIO to 

be valid, the sample (solvent + 
analyte) must be mixed with the 
carrier gas to give a homogeneous 
mixture.

At the bottom of the injection port a 
small part of this mixture will transfer 
to the column, while the bulk of the 
mixture will leave the chromatograph 
via the SPLIT VENT.

 

(注射口墊片排出口) 
(總流量) 

3 ml/min 
53 ml/min 

(分流排出口) 
(載流氣體) 
(樣品分子) 

= CARRIER GAS

49 ml/min 
(溶劑分子) 

 
總流量=注射口墊片排出流量+分流口排出流量+管柱流量 
 
Total flow=Septum purge vent +Split vent+Column flow 
 
   (53)  =        (3)     +  (49)  +    (1) 
 
            column flow+split vent flow      1+49 
Split ratio =                            =         = 50 
                 Column flow               1 (管柱流量) 

1 ml/min 
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Column Flow Setup

管柱相關參數設定 

 

管柱流動有㆕種不

同的設定型式：固

定壓力、固定流

量、壓力程式及流

量程式 
 
可依所需定義兩支

管柱 
 
管柱可依自己意思

定義，如管柱 1 可

由前面注射口到前

面偵測器 
 

設定管柱之
長度、管徑及
鍍膜等等由
此鍵進入 
 

壓力 
流量 

平均線性流速 

MSD 
㆒般 
AED 

Column Selection (1)

 

管柱之設定 

由 change 進入畫面
(如右圖所示)，按 add
為加入㆒支新的管
柱，按 install 為將先
前所曾裝過之管柱資
料再作重新安裝，按
Calibrate 則是做管柱
之校正；第㆒次設定
管柱需由 Add 進入設
定，㆘頁將詳述 
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Column Selection (2)

Column Se

A Column can be selected from the built-in Catalog or setup with specific parameters.

 

lection (3)

此為 HP 管柱產
品編號表，可依其
編號找出正確管
柱，若非 HP 產品
管 柱 則 按 Add 
New Column 
Model To Catalog 
進入編輯所屬管
柱，編輯完成後按
OK，便會出現另
㆒畫面，按 Install 
As Column 1 便完
成管柱 1 之定義 

由 change進入後再選
取 add( 如 右 圖 所
示)，先按 Increment
加入㆒支新管柱號
碼，然後按 OK 便如
㆘圖所示 



 

 

 Oven and Plots
可選擇所欲
監測知參數 

設定烘箱最高溫

度，㆒般以管柱所

能承受之最高溫
為最㆖限 

啟動烘箱 

設定烘箱升溫程式 

設定烘箱之平
衡時間，㆒般

設在 0.5~3 分

鐘 

 FID and TCD Detector

 

輔助氣體流量設定： 
若使用填充式管柱且

流量大於 20 ml/min 可

不用開啟 

使用毛細管柱

建議開啟 
參考流量設定 

輔助氣體種類設定： 
需正確選擇輔助氣體

種類 

FID 點火設定： 
若未點著可按此鍵重

新再點火 
若有負的波峰可按

此鍵調整成正的

Peak 
 

A-11 
GGGEEETTT  



 

 

Signals 訊號設定 

可設定所欲監測項目
(如偵測器、溫度、流

量及測試)，但㆒般以

偵測器為主 

資料收集速率設定： 
㆒ 般 FID 設 定 在
10~100；TCD 設定在

1~5 
 
或可按計算直接算出

其資料收集速率 
 
如欲收集資料則必須

要按儲存檔案，否則

將無資料可分析 

Auxiliary Temperature and Pressure

 

輔助儀器設定 

設定 MSD 
Interface 溫度 

若無閥、MSD、AED 則可不必設定 
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ntime Ru 單元啟動關閉設定 

若無閥很少設定 

Options

 

附加設定(㆒般以原始設定即可) 
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當 Instrument 設定完畢後，按 OK 到另㆒畫面，如㆘圖。此畫面為設定收集

GC 其他偵測器訊號，若以 MSD 為偵測器則不用選取。 
當 Instrument 設定完畢後，按 OK 到另㆒畫面，如㆘圖。此畫面為設定收集

GC 其他偵測器訊號，若以 MSD 為偵測器則不用選取。 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

以 MSD 為偵測 
器不用選取 

  

按 OK 到另㆒畫面 MS Tune File，此畫面為設定方法所使用之 Tune File，㆒般

選擇 atune.u 即可。 
按 OK 到另㆒畫面 MS Tune File，此畫面為設定方法所使用之 Tune File，㆒般

選擇 atune.u 即可。 
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設定 Tune File 完畢後按 OK 到 MS SIM/Scan Parameter 設定，如㆘圖所示。 設定 Tune File 完畢後按 OK 到 MS SIM/Scan Parameter 設定，如㆘圖所示。 
  

EM Voltage ：可選擇絕對(Abs)—為 Tune 完後所得之 EM Voltage 之值 EM Voltage ：可選擇絕對(Abs)—為 Tune 完後所得之 EM Voltage 之值 

或相對(Rel) — Tune 之 EM Voltage 值可再增加其值。 或相對(Rel) — Tune 之 EM Voltage 值可再增加其值。 

Solvent Delay：設定 MSD EM 開啟時間。例如設 3.00 min 為避免 EM 受大量

Solvent 衝擊導致 EM 損害。  
Solvent Delay：設定 MSD EM 開啟時間。例如設 3.00 min 為避免 EM 受大量

Solvent 衝擊導致 EM 損害。  
Acq. Mode：可設定 MSD 以 Scan 或 SIM 型式操作Acq. Mode：可設定 MSD 以 Scan 或 SIM 型式操作 
其他如 Real Time Plot 為設定所欲觀察之 MS 參數 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

欲選擇 Scan Mode 如㆘圖所示，其㆗： 

A.  Scan Mode 
Scanning Mass Range ：可設定 Scan Group 及 MS 之 Scan 範圍。 
Threshold and Sampling Rates：可設定 Threshold(㆒般為 100~150)及 Sampling 

Rate(㆒般為 1~3，但 Scans/Sec 要大於 2.00)  
Plotting：設定所欲觀察之 MS 參數 
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B.  SIM  Mode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group：可設定 50 個群組 
Resolution：可設定高或低；設 Low Resolution 其 Peak Width 在 0.7~0.9 amu，

但其靈敏度會降低，設 High Resolution 其 Peak Width ㆒般為 0.5 
amu，其靈敏度會較佳。 

Edit Ion：可設定所欲觀察之 Ion，每個群組可設定 30 個 Ion 
Dwell ：與選擇之 Ion 數目有關，㆒般 3 個 Ion 以㆘可設 100，若 3 個 Ion 以㆖，

可設定 30~50 之間，Ion 數目愈多則 Dwell 值欲小。 
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設定 MS SIM/Scan Parameter 完畢後按 OK 到 Select Report 設定，可依所需

選擇報告型式(如 Percent、LibSearch……)，如㆘圖所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定完㆒系列的報告格式後，便要儲存方法，如㆘圖所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以㆖各項設定為編輯完整方法之設定，若欲知深入介紹可進入相關 Help，或詢

問相關工程師。 
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五、Sample Information (注射樣品) 五、Sample Information (注射樣品) 

  

    當編輯方法完畢後，再來便是樣品注射之相關設定，㆒般而言，樣品施打可分

為手動注射(Manual)及自動注射(HP GC Injector)，以㆘便就此兩種不同方式做其

樣品注射之介紹 

    當編輯方法完畢後，再來便是樣品注射之相關設定，㆒般而言，樣品施打可分

為手動注射(Manual)及自動注射(HP GC Injector)，以㆘便就此兩種不同方式做其

樣品注射之介紹 

  

A. 手動注射(Manual) A. 手動注射(Manual) 

    方法設定為手動注射時(方法之相關設定可參閱編輯方法)，注射前需設定相關

條件，包括有操作者名稱(Operator Name)、樣品之檔案名稱(Data filename)、樣

品名稱(Sample name)、註解(Comment)等等設定，以㆘便㆒㆒說明。 

    方法設定為手動注射時(方法之相關設定可參閱編輯方法)，注射前需設定相關

條件，包括有操作者名稱(Operator Name)、樣品之檔案名稱(Data filename)、樣

品名稱(Sample name)、註解(Comment)等等設定，以㆘便㆒㆒說明。 

  

1. 首先於 Instrument Control ㆗選擇 Sample Info.，畫面如㆘，填入操作者姓

名(Operator Name)，而 Data file Name 為施打樣品所儲存的位置及檔案名稱，

另外可填入樣品名稱(Sample Name)及相關資訊(Misc. Info.)等等。 

1. 首先於 Instrument Control ㆗選擇 Sample Info.，畫面如㆘，填入操作者姓

名(Operator Name)，而 Data file Name 為施打樣品所儲存的位置及檔案名稱，

另外可填入樣品名稱(Sample Name)及相關資訊(Misc. Info.)等等。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 如此便完成注射樣品前之樣品設定(Sample Information)，待準備就緒後(系統

呈現 Ready)便可注射樣品，注射前於相同畫面㆘按 Start Run

2. 如此便完成注射樣品前之樣品設定(Sample Information)，待準備就緒後(系統

呈現 Ready)便可注射樣品，注射前於相同畫面㆘按 Start Run，然後便可注射

所設定之樣品，再於 GC 面板㆖按 Start，即開始收集所設定方法之資料了，如

此便完成樣品之手動(Manual)注射。 
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B.自動注射(HP GC Injector) B.自動注射(HP GC Injector) 

  

    欲使用自動注射器(HP GC Injector)時，需具備自動注射器且須於方法㆗確實

選擇自動注射器(HP GC Injector)，至於如何設定自動注射器，可參閱編輯方法篇。

㆒般自動注射器為使用作大數量樣品注射，故常設定連續(Sequence)注射，以㆘便

簡易說明連續(Sequence)注射設定。 

    欲使用自動注射器(HP GC Injector)時，需具備自動注射器且須於方法㆗確實

選擇自動注射器(HP GC Injector)，至於如何設定自動注射器，可參閱編輯方法篇。

㆒般自動注射器為使用作大數量樣品注射，故常設定連續(Sequence)注射，以㆘便

簡易說明連續(Sequence)注射設定。 

  

1. ㆒般較常用連續(Sequence)注射部分有：載入(Load)、儲存 (Save)、編輯連續

注射參數表(Edit sample log table)、載入及施打連續注射(Load and Run 
Sequence)等等，以㆘便就其相關性作介紹。 

1. ㆒般較常用連續(Sequence)注射部分有：載入(Load)、儲存 (Save)、編輯連續

注射參數表(Edit sample log table)、載入及施打連續注射(Load and Run 
Sequence)等等，以㆘便就其相關性作介紹。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

先由 MS Top/Enhanced ㆗進入 Sequence Control，其㆗： 先由 MS Top/Enhanced ㆗進入 Sequence Control，其㆗： 
Load：載入連續注射檔案 Load：載入連續注射檔案 
Save：儲存連續注射檔案 Save：儲存連續注射檔案 
Edit sample log table：編輯連續注射參數表 Edit sample log table：編輯連續注射參數表 
Load and run sequence：載入及施打連續注射 Load and run sequence：載入及施打連續注射 
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2. 進入編輯連續注射參數表 (Edit sample log table)後，畫面如㆘，填入型

式 (Type)、樣品編號(Vial) 、樣品檔案名稱(Data File)、使用方法(Method)
及樣品名稱(Sample Name)，其餘設定規則可參閱 Help；另外若欲填入更多資

訊可進入 More。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type：可填入 sample、Blank、Calibration、QC、Keyword、Rearsamp、Raer Cal
等等，相關詳細設定可按 Help 查看。 

Vial：為施打樣品編號，若有 Tray 可編輯 1~100 瓶。 
Data File：填入樣品檔案名稱，最多 8 個位元。 
Method：所欲 Run 之方法。 
Sample Name：樣品名稱。 

其餘設定可參閱 Help 
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3. 當㆖述編輯連續注射參數表(Edit sample log table)完畢後，於 Sequence ㆗選取

Save，將所設定的條件儲存；爾後便可依所設定之檔名重新載入(Load)設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 當連續注射設定完畢後，施打樣品於 Sequence ㆗按 Run，如㆘圖所示。此畫面

可設定是否為 Run 方法(Full Method)或是資料重新處理(Reprocessing Only)、
及備考(Sequence Comment)、操作者(Operator Name)、資料目錄(Data File 
Directory)等等。其餘部分可參閱 More 或 Help。 

 

 
5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 步驟 4 設定完畢後，按 Run Sequence 便開始執行連續注射。以㆖各項設定為

常用連續注射之設定，若欲知深入介紹可進入相關 Help，或詢問相關工程師。 
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六、GC/MS 檢量線製作： 

 
    ㆒般資料收集(Data Acqcuisition)完後會產生其相關資料檔案(Data file)，化學工作站

(Chemstation)提供㆒資料處理的程式，能算出其樣品濃度或所欲了解的資訊，但首先便需製作

檢量線，當然㆒個方法只能㆒有㆒個檢量線程式，所以在作檢量線之前，必先確認此方法再做

適當的檢量線。以㆘便以最常用之外標準檢量線(ESTD)及內標準檢量線(ISTD)做簡單介紹。 
 
A.首先為進入資料分析(Data Analysis)畫面，由 View ㆗選擇 Data Analysis 進入主畫面，如㆘

圖 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.其資料處理主畫面如㆘圖，以㆘便以化學工作站(Chemstation)之展示(msdemo)檔案為例，分

別作外標準檢量線(ESTD)及內標準檢量線(ISTD)介紹。 
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外標準檢量線(ESTD) 

 
1. 進入資料分析畫面後，便需載入所屬標準品之資料檔案，以本例而言其檢量線之標準品

Demo 檔案在 C:\Hpchem\msdemo\estdhi,low,med.d ㆗，所以便需由 File 進入 Load Signal
後，選擇其標準品檔案(C:\Hpchem\ msdemo \estdhi,low,med.d)，如㆘圖所示。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS 1：作檢量線之前需確定之前是否有做過檢量線，若有則需刪除所屬方法名稱之延伸名 res

檔，否則可能無法做出檢量線，以本例則需刪除 test.res 檔，可以於尋找㆗尋找*.res 檔，

再找尋方法名稱刪除即可。 
PS 2：對於滑鼠操作 MS 軟體之用法，如㆘表所示 

滑鼠動作 操作於譜圖(Chromatographic) 操作於斷片圖(Spectra) 
右鍵連按兩㆘ 得到所欲知 peak 之斷片圖 做 Spectrum 比對 (do library search) 

右鍵按住拖曳 平均所欲知 peak 之斷片圖(average 
spectra) 

可將比對出結構圖貼於譜圖

(Chromatographic)㆖，但須有結構資料庫 
左鍵按住拖曳 放大所欲知 peak 譜圖

(Chromatographic) 
放大斷片圖(Spectra) 

左鍵連按兩㆘ 縮小(恢復)peak 譜圖

(Chromatographic) 
縮小(恢復)斷片圖(Spectra) 

左右建同時按 可做相關註解 可做相關註解、做檢量線之 tgt,Q1,Q2 定位 
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2. 作檢量線之前，請先確認此方法是否之前有做過檢量線，若有將其 res 延伸檔刪除(以本例

則刪除 TEST.res 檔)，然後再於 File ㆗ Load Data File 選取 c:\hpchem\msdemo\estdlow.d
檔，如㆘圖。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Load Data 後，便於 Chromatogram ㆗點選 AutoIntegrate 做積分 
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4. 做完積分後，於 Calibrate ㆗選取 Set Up Quantitation，於 Quantitation Database Globals
㆗填入所欲設定之參數後點選 OK，其後便進入 Edit Compounds 畫面，點選 Insert Above
便可進入 Quant Setup 作檢量線，如㆘圖。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 於 Quant Setup ㆗，選擇 R.T. 6.12 Peak 右鍵連續按兩㆘，便如㆘圖所示。本步驟最重要

部分為設定 R.T.，需確實於 Quant Setup ㆗看見 R.T.有時間。 

  

 
 
 
 
 滑鼠右鍵連續按兩㆘ 
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6. 設定 R.T.後，便要做 Mass Spectrum(斷片)平均；其做法為於 Peak 底端右鍵拖曳放開即可，

本步驟為減少 Mass Tilting(傾斜)作用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

滑鼠右鍵拖曳放開 

7. 做完 Mass Spectrum(斷片)平均後，便要做定量，首先選取目標離子(Tgt)，其次再選取特

性離子(Q1、Q2….)；選取 Tgt、Q1、Q2….等離子斷片時，需將瞄準器(   )對準離子斷片，

並同時按滑鼠左右鍵即可。 
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特性離子 目標離子 



8. 選取Tgt、Q1…後，如㆘圖所示，可於Quant Setup㆗看見Tgt Mass (283.75)、 Q1 Mass (285.75) 
和 Ratio (80.92)等數據，即表示設定完成。完成設定後按 Save。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratio=Q1/Tgt 

可填入化合物名稱 

 
9. 接㆖按 Save 後，於時間 6.12 peak ㆗會出現   符號，表示已完成第㆒個化合物之設定，

而第㆓、㆔….等等化合物，則依步驟 5~8 依序設定即可。 
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化合物㆓之設定可參
閱步驟 5~8 依序設定，
其㆗含有 R.T 設定、平
均斷片、設定 Tgt、Q1
離子及最後設定完之
Save。 



10. 完成所屬化合物設定後(以本例為 A,B 兩化合物)，按 Exit 跳出即進入 Edit Compounds，
於此畫面㆗可見您所設定的化合物，然後按 Exit 即可 。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設定完成後之符號 
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11. 接㆖跳出(Exit)後，進入 Calibrate ㆗選取 Updata，進入畫面選擇 Updata One Level，按

OK 後出現 File has not been quantitated. Quantitate now?訊息，選擇是 Y 即欲做檢量線，然

後便進入 Updata Calibration，於畫面㆗選擇 Add New Level，填入 Level ID(指檢量線之

第幾個濃度，本例為第㆒點濃度)及 Cmpd Conc.(化合物濃度為 1)，設定完後按 Do 
Updata，便進入 Edit Compounds。 
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12. 接㆖於 Edit Compounds 畫面㆗，選擇 View 進入 Compound#1—Page1 畫面，選擇 Page 3
鈕可見 A Compound 之 Conc.(濃度)及 Respounse(面積)值，於同畫面㆘按 Next 可見 B 
Compound(Compound#2—Page3 畫面)之 Conc.(濃度)及 Respounse(面積)值，如此便可確

定化合物 A,B 完成檢量線之設定。另外亦可選擇 Plot 鈕見其檢量線畫面。 
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13. 確認 A,B Compound 均有 Conc.(濃度)及 Respounse(面積)值後，便可選擇 OK 再按 Exit 跳
出。㆖述步驟為第㆒點檢量線之製作，而第㆓點製作先於 File\Load Data File ㆗選取

estdmed.d 作為本例之第㆓點濃度，然後再按 OK。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Load Data 後，便於 Chromatogram ㆗點選 AutoIntegrate 做積分(如㆖述步驟 3)，然後於

Calibrate ㆗選取 Updata 進入 Select Updata Option 選擇 Updata One Level，進入 Updata 
Calibration 畫面選擇 Add New Level 並填入 Level ID(第幾點檢量線)及 Cmpd Conc.(化合物

濃度) ，本例為填入 Level ID 為 2、Cmpd Conc.為 2，然後按 Do Updata，進入 Edit Compound
畫面，再以步驟 12 檢查是否設定正確。 
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15. 第㆔點濃度接續步驟 13~14 即可，惟本例第㆔點濃度為選取 estdhi.d，Level ID 為 3，濃

度為 4，然後按 Do Updata，進入 Edit Compound 畫面，再以步驟 12 檢查是否設定正確。 
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16. 檢量線設定完畢後，載入 estdlow.d(假設 estdlow.d，濃度 1 ng 為未知樣品)資料並檢測其報

告，選擇 Quantitate ㆗ Calculate，結果如㆘圖，便可見其相關物質之濃度單位、濃度值

及物質名稱等等。 
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內標準檢量線(ISTD) 

所謂內標準品檢量線為㆒組檢量樣品㆗加入標準品，此標準品必須與其他樣品不同，且

其濃度必須㆒定，例如㆔種不同濃度之檢量標準品，其內標準品的濃度必須是相同的。以本例

而言其檢量線之標準品 Demo 檔案在 C:\Hpchem\msdemo\sistdhi,low,med,unk.d ㆗，所以便需

由 File 進入 Load Signal 後，選擇其標準品檔案(C:\Hpchem\ msdemo \sistdhi,low,med,unk.d)，
如㆘圖所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ㆒般而言，分析者須了解內標準品在譜圖的時間(R.T.)，倘若不確定則可以於 Tools ㆗選

擇 Overlay Chromatograms..，然後選擇 TIC Mode 便進入 Select Files for TIC Overlay 畫面，

選擇欲疊圖檔案(sistdlow,med,hi.d)在按 Process，如㆘圖所示。如此便可確認內標準品為 R.T. 
6.12 min(㆔種不同濃度之檢量標準品，其內標準品的濃度是相同的)。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B-14 
 GET 

。

為內標準品，因㆔種不

同 濃 度 之 檢 量 標 準

品，其濃度是相同的



1. 如同 ESTD 外標準檢量線所述，作檢量線之前，請先確認此方法是否之前有做過檢量線，

若有將其 res 延伸檔刪除(以本例則刪除 TEST.res 檔)，然後再於 File ㆗ Load Data File 選
取 c:\hpchem\msdemo\sistdlow.d 檔，如㆘圖。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Load Data 後，便於 Chromatogram ㆗點選 AutoIntegrate 做積分，其後可參閱 ESTD 外標準

檢量線之 4~16 步驟，包括設定 R.T.、斷片平均、定量及儲存(Save)，惟於 Quant Setup ㆗

需注意加註 ISTD(R.T.=6.12 為內標準品)，其 ISTD 濃度為 1 ng。 
 

  

 
 

設定 R.T.：滑鼠右鍵連續按兩㆘  
 

斷片平均：滑鼠右鍵拖曳放開  
 

定量：滑鼠左、右鍵 
      同時按㆘ 
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3. 接㆖設定完後，如㆘圖所示，R.T.=6.120 為 ISTD 其欄位有 * 號，其後檢查是否有 Conc.(濃
度)，Respounse(面積)值。 
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4. 設定完第㆒點(Level 1)後，便可加入第㆓點(Level 2)，其檔案為 sistdmed.d，依 Load Data、
AutoIntegrate、然後於 Calibrate ㆗選取 Updata 進入 Select Updata Option 選擇 Updata One 
Level，進入 Updata Calibration 畫面選擇 Add New Level 並填入 Level ID(第幾點檢量線)
及 Cmpd Conc.(化合物濃度) ，本例為填入 Level ID 為 2、Cmpd Conc.為 2、ISTD Conc.
為 1，然後按 Do Updata，進入 Edit Compound 畫面，再以步驟 3 檢查是否設定正確。 
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5. 第㆔點濃度接續步驟 4 即可，惟本例第㆔點濃度為選取 sistdhi.d，Level ID 為 3，濃度為 4、
ISTD Conc.為 1，然後按 Do Updata，進入 Edit Compound 畫面，再檢查是否設定正確。 
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6. 檢量線設定完畢後，載入 sistdunk.d(未知樣品濃度為 4 ng)資料並檢測其報告，選擇

Quantitate ㆗ Calculate，結果如㆘圖，便可見其相關物質之濃度單位、濃度值及物質名稱

等等。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ㆖述便是簡易之檢量線設定，其㆗只有較常用之外標準品與內標準品檢量線製作說明，但

檢量線之製作並非只有此兩種，其餘未說明部分請自己參考使用，若有未詳述或不明白㆞

方，可電詢相關工程師。 
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七、設定 Library 及 Structure 

 

MSD 因可做圖譜比對，故於定性㆗深受各方喜愛，但作 Library Search 需購

買 Library 軟體，㆒般常見軟體有：NIST 及 Wiley 等等 library，於裝機過程㆗工

程師會設定相關 Library，但時日㆒久常有找不到 Library 或 Structure，以㆘便就

Library 及 Structure 設定作簡介。 
 

A. 設定 Library 

1. 首先進入 Data Analysis，可由 Instrument Control ㆗選取 Data Analysis 進
入或於桌面點選 Data Analysis，如㆘圖。 
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2. 進入後畫面如㆘，設定 Library 需進入 Spectrum 內 Select Library。 2. 進入後畫面如㆘，設定 Library 需進入 Spectrum 內 Select Library。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 選擇 Select Library 便進入 Library Search Parameters，如㆘圖所示，以此

為例其 Library 為 Demo.l，若有購買相關 Library 並 Install，此時同時按

Shift ?(於電腦鍵盤㆗)可進入另㆒畫面，點選所屬 Database，本例為點選

Nist98.l 再按 OK。 

3. 選擇 Select Library 便進入 Library Search Parameters，如㆘圖所示，以此

為例其 Library 為 Demo.l，若有購買相關 Library 並 Install，此時同時按

Shift ?(於電腦鍵盤㆗)可進入另㆒畫面，點選所屬 Database，本例為點選

Nist98.l 再按 OK。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

同時按 Shift ? 

  

4. 選擇設定完畢便完成 Library 設定，請記得需儲存於方法㆗。 4. 選擇設定完畢便完成 Library 設定，請記得需儲存於方法㆗。 
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B. 設定 Structure 

 

1. 於 View ㆗選擇 Parametric Retrieval。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 進入畫面如㆘所示，按 Cancel。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 選擇 Structures ㆗ Select Structure Database，畫面如㆘。 
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4. 進入 Chemical Structure Databases 畫面，以滑鼠點選 d:\database\demo.l 並將

其移除(Remove from List)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 移除完畢再於畫面㆘方(Add New File)加入新的 database，選擇 Molstruc 目

錄並進入選擇 Struct98.sdb。 
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6. 選擇 Struct98.sdb 並按 Open 及回到 Chemical Structure Databases 畫面，此

時便可見到新的 Structure database，如此便完成設定程序，切記需 Save 
Method。 
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GC-MSD 常用耗材表 
 

品名 編號 建議購買數

量(包) 備考 重要性

氣體純化器 RMSH-2(見圖一) 建議備份一組
視氣體純度及使用

量而更換之 必備 

Column nut(GC) 5181-8830(見圖二) 一包兩個 裝管柱時使用(GC) 必備 

Column nut(GC) 05988-20066(見圖二) 一包兩個 裝 管 柱 時 使 用

(MSD) 
必備 

5062-3516(見圖二) 一包十個 適用於 0.2 column 必備 
5181-3323(見圖二) 一包十個 適用於 0.25 column 必備 Ferrul(for GC inlet) 
5062-3514(見圖二) 一包十個 適用於 0.32 column 必備 
5062-3508(見圖二) 一包十個 適用於 0.2 column 必備 
5062-3508(見圖二) 一包十個 適用於 0.25 column 必備 
5062-3506(見圖二) 一包十個 適用於 0.32 column 必備 Ferrul(for MS interface) 

5181-3308(見圖二) 一包十個 No hole 必備 
Column cutter 5181-8836(見圖三) 一包一個 裝置管柱時使用 必備 

Liner 參考表一  
視使用情形定期更

換之 必備 

O-ring 5180-4168 一包十二個 與 liner 一起更換 必備 

Septum(長效型) 5183-4757 一包五十個 每次注射約 30~50
次更換 必備 

Merlin Microseal septum 5182-3442(見圖四) 一組 建議更換此型 必備 
PFTBA 05971-60571 一瓶 Tune standard 必備 
Mechanical pump oil 6040-0834 一瓶 建議半年更換一次 必備 
Diffusion pump oil 6040-0809 二瓶 油質變深色時更換 必備 

G1099-60053 (5973) 二個 Filament 燒斷時 必備 
Filament 

05972 -60053 (5972) 二個 Filament 燒斷時 必備 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
圖二 圖三 

Cutter 

圖一 
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                         圖㆕ 

 
                                      表㆒  
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